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Caractérisation de mixtures 
préparées par ion-beam

sputtering



Caractérisation de mixtures préparées 
par ion-beam sputtering

• Motivation 
Caractériser les mixtures, bien comprendre leur 
comportement en tenue au flux, connaître les 
principes d’endommagement, améliorer la 
fabrication des mixtures.

• Méthodologie
Fabrication: SiO2/Nb2O5, SiO2/ZrO2 par ion-beam sputtering

(Lithuania) et SiO2/HfO2 par ion-beam sputtering (Allemagne) 

Caractérisation: spectromètre (France), diffraction X 

(France), microscope à force atomique (France) et mesures de 
diffusion (France et Lithuania)

Etude d’endommagement laser: SiO2/Nb2O5, SiO2/ZrO2

en régime nanoseconde et sub-picoseconde (France et 
Lithuania); SiO2/HfO2 en régime sub-picoseconde (France et 
Allemagne).



Résultats

0%79.4%60.4%33.6%100%Nb2O5

100%20.6%39.6%66.4%0%SiO2
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Indices de réfraction

Ratios des différentes mixtures calculés en 

utilisant le modèle Bruggeman

Les spectres de diffraction X

Rugosité des mixtures évaluée par 
TIS, ARS et AFM

Seuil  des mixtures en régime fs


